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スパッタリング法による SiN膜をゲート絶縁膜とする 

ノーマリーオフ AlGaN/GaN MIS-HEMT の電気的特性評価 

 Characterization of AlGaN/GaN recessed MIS-HEMTs using sputtered SiN as gate dielectric 
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はじめに AlGaN/GaN MIS-HEMT は次世代のパワースイッチング素子として期待されている[1]。通常

のプレーナ構造の AlGaN/GaN MIS-HEMT ではノーマリーオン特性となる。ノーマリーオフ特性を得る

方法としてリセスゲート構造を導入することが有効である。MIS-HEMT のゲート絶縁膜として Al2O3, 

HfO2など ALD 装置で堆積させた膜は多くの報告がなされている[2]。しかしながら、N を含む絶縁膜

はコラプスの抑制効果が大きいという報告もなされている[3]。本研究では、ゲート絶縁膜に SiN を用

いたリセスゲート構造とプレーナ構造 AlGaN/GaN MIS-HEMT を試作して、その電気的特性について比

較したので報告する。 

実験 本研究で作製したデバイスの模式図を図 1に示す。SiC基板上にMOCVD法によってAlGaN/GaN

ヘテロ構造を成長したエピウェハを用いた。AlGaN 厚は 25 nm で Al 組成は 20%である。ゲート幅は

100 m、ゲート長 3 m、ゲート-ドレイン間距離は 10 ｍとした。BCl3と Cl2の混合ガスを用いて、低

ダメージ条件でドライエッチングを行い、AlGaN バリア層を 20 nm ドライエッチングして、リセスゲ

ート構造を形成した。その後、ゲート絶縁膜として、スパッタリングにより SiN を 10 nm 成膜した。 

結果 図 2(a)にプレーナ構造とリセスゲート構造の伝達特性を示す。プレーナ構造 AlGaN/GaN 

MIS-HEMT は、最大ドレイン電流、最大相互コンダクタンス、しきい値、SSとしてそれぞれ 540 mA/mm、

87mS/mm、-3.9 V、125 mV/dec を示した。一方、同時に試作したリセスゲート構造 AlGaN/GaN MIS-HEMT

は 300mA/mm、82 mS/mm、0.5 V、125 mV/dec を示した。図 2(b)にヒステリシス特性を示す。ヒステリ

シスにおいて∆Vthはリセスの有無によらず 0.5 V 程度であった。このことからドライエッチングによる

ダメージはほとんどないことを確認した。 

まとめ SiNをゲート絶縁膜としたプレーナ構造とリセスゲート構造AlGaN/GaN MIS-HEMTの電気的

特性を評価した。リセスエッチングによりノーマリーオフ特性が得られた。リセスエッチングによる

ダメージはないことを確認した。 
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図 2. (a)AlGaN/GaN MIS-HEMT の伝達特性,  

    (b) AlGaN/GaN MIS-HEMT のヒステリシス特性 

図 1. AlGaN/GaN MIS-HEMT の模式図 
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